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Objektivat e Iéndés

Lénda ka pér qgéllim té japé njohurité bazé né analizén e qarqeve me dioda dhe transistoré
bipolaré (BJT), pérdorimin e BJT si amplifikatoré té frekuencave té ulta dhe té larta.
Funksionimin e qarqeve FET, transistorin MOS dhe JFET, analizén e amplifikatoréve me
FET né frekuencat e ulta. Modelin e FET né frekuencat e larta. Amplifikatorét operacionalé.

Pérmbajtja

Vetité e materialeve gjysmépércjellése. Bashkimi pn né kushtet e qarkut té hapur, zona e
varféruar. Bashkimi pn né kushtet e polarizimit t¢€ kundért, zona e shpimit;, Bashkimi pn né
kushtet e polarizimit té drejté. Modeli i ploté i bashkimit pn pér sinjal té vogél. Diodat me
bashkim pn, karakteristikat e diodés, analiza e qarqgeve me dioda. Zonat e punés né
karakteristikén rrymé-tension té diodés me bashkim. Modelet e thjeshtuara té diodés, modeli
me rénie tensioni konstant. Modeli pér sinjal t¢ vogél dhe pérdorimi i tij. Diodat zener, modeli i
diodés zener, karakteristikat e diodés. Zonat e punés né karakteristikén rrymé-tension té
diodés zener. Projektimi i rregullatorit zener. Qarqet drejtuese té rrymés, drejtuesi me gjysmé-
vale; drejtuesi me valé té ploté, drejtuesi uré. Qarqet kufizuese, qarqet formuese dhe
fiksuese.

Transistori bipolar me bashkim BJT. Struktura fizike dhe zonat e punés. Analiza dc e qargeve
me transistoré. Polarizimi i transistorit BJT, skemat e polarizimit. Amplifikatori me transistor
BJT. Modelet ekuivalente té qarkut pér sinjal té vogél, né frekuencat e ulta. Modeli hibrid 7,
modeli T. Konfigurimet e amplifikatorit me njé stad me BJT: stadi me emiter té pérbashkét
(EP), me bazé té pérbashkét (BP) dhe kolektor té pérbashkét (CP). Transistori bipolar né
frekuencat e larta. Amplifikatorét me disa stade me BJT. Transistori me efekt fushe FET.
Struktura fizike dhe funksionimi pér MOSFET, tipi me varférim dhe tipi me pasurim,
karakteristikat. Transistori JFET, struktura fizike dhe karakteristikat. Polarizimi i transistoréve
FET. Analiza dc e qarqeve me transistoré FET. Analiza e FET si amplifikator. Modelet e
qarkut pér sinjal té vogél. Konfigurimet bazé té amplifikatoréve me FET me njé stad: stadi me
burim té pérbashkét (SP), porté té pérbashkét (GP) dhe derdhje té pérbashkét (DP). Qarqet
MOS. Amplifikatorét, amplifikimi i sinjalit, parametrat e amplifikimit té tensionit, t& amplifikimit
té rrymés dhe amplifikimit t€ fuqisé. Amplifikatorét operacionalé (AO). AO ideal. Analiza e
gargeve me AQ. Konfigurimi invertues dhe joinvertues i AO. Amplifikatori diferencial.
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